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La pfesente invencién se refiere a un cuerpo'
policristalino perfilado constituido por una masa de
cristales de diamante y/0 nitruro de boro clbico unidos
éonjuntamente por un medio que incluye carburo de silicio

y silicio elemental, y la invencién se refiere también a
!

un procedimiento de fabricacibén de este cuerpo. ‘

El presente prdcedimiento utiliza un vadié.
parcial, es decir presiones substancialmente inferiores a
*las presiones superiores a la presidn atmosférica que se
necesitan en la regidn estable del dismante o del nitrﬁro
de boro ciibico. ' _ A ‘

El presente cuerpo ¢ producto policristaiino
puede fébricarse en una variedad de configuraciones y en
una amplia gama de tamafios de forma y dimensiones prédeter-
minadas. Es {itil como abrasivo, herramienta de corte, tobera,
u otras piezas resistentes al desgaste.

De acuerdo con la invencién, un cuerpo poli-
cristalino perfilado incluye una masa de ¢ristales elegidoes
entre el ‘grupo que consiste en diamante, nitruro de boro
cibico y combinaciones de 1o£ mismos, adheridos los unos con
los otros por un aglutinante constituwido por carburo de
silicio y silicio elemental, en el cual el volumen de cada
'uqo de dichos elementos constituidos pof carbure de silicio
Yy gilicio representa aproximadamente 1% del volumen de dicho
'cuerﬁo policristalino, estando incluido el tamafio de dichos.
cristales entre menos derun micrédn y sproximadamente 2000
micronés, estando el volumen de dichos cristales inmeluido °
entre, aproximadamente, 1% y menos de 80% del volumen de
dicho cuerpo, estando dicho aglutinante presente en una

cantidad que represeﬁta hasta el 99% del volumen de dicho
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cuerpo, estando dicho aglutinante diStribuido'por lo menos
de menera substencialmente uniforme en todo el cuerpo,
estando la parte de dicho‘aglutinante en contacto con la
superficie de dichos cristales constituida por carburo de
gilicio, y estando dicho cuerpo substancialmente exento de
Poros.

Un procedimiento para la fabricacién de un
cuerpo policristalino~de forma y tamafio predeterminados
consigte en formar una mezcla por ld neros substanc@gimente
uniforme de cristales de diamente y/o nitruro de boﬁpwcﬁbico
y de un material carbonficeo en el cual ninguna de las super-
ficies de dichos cristales estéd descubierta de mamera nota-
ble y en el cual por lo menos una cantidad substancial de
dichés cristales estén envueltos y separados los un&é-de los
otros por lo menos por un revestimiento continuo coherente de
dicho material carbonfceo formado en dichos cristales,
eligiéndose dicho material carbonéceo entre el grupo que
congiste en carbono elemental no en forma de diamante, o
material orgénico que se descompone completameﬁte a una tem-
peratura inferior a 140690 en carbono elemental no constituido
por diamante y productos gaseosos de descomposicibén, y mezclas
de los mismos, estando presente dicho material orghnico en una
cantidad suficiente para que, al descomponerse, produzca en
1&3 superficies de los cristales un revestimiento coherente
cont{nuo de carbono elemental no en forma de diamante,
utilizar un molde con unﬁ cavidad de tamafic y forma deseados
¥ unos mediog para introducir silicio fluido en dicha cavi-
dad, y unos medios para mantener un vacio parcial en dicha
cavidad, llenar dicha ca&idad con dicha mezcla de cristales

y de material carbonéceo y mantener dicha mezcla en esta
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cavidad, asociar dicha cavidad llena con una masa de silicio,

aplicar a la estructura asociada resultante un vacio parcial

. para que los gases residuales no tengan ningin efecto perju-

dicial notable sobre dicha estructura asociada, calentar
dicha estructura asociada en dicho vacio parcial a una tempe-
ratura superidr-a 14009C & la cual dicho silicio es fluidoiy
que no tiene un efecto perjudicial notable sobre diéﬁéé ¢ris-
tales, y hacer penetrar dicho silicio fluido a través de
dicha mezcla confinada, siendo dicho vacio parcial éuficiente
por lo menos para eliminar-de dicha mezcla confinada>e1 gas
que bloguea la penetracién del silicio fluido, reacéidnando
dicho silicio infiltrado con el éarbono elemental no en forma
de dieamante para formar carburo de silicio, refrigefar la
masa de cristales infiltrada resultante en uné atmésfera que

no tiene ninglin efecto perjudicial notable sobre dicha masa

infiltrada, ¥ recuperar el cuerpo cristalino resultante

dotado de dicha forma y dicho tamafic predeterminados en el
cual los cristales estfn unidos conjuntamente por un agluti-
nente constituido por carburo de silicio y silicio elemental
¥ en el cual los cristales agiomerados representan aproxima-
damente de 1% a menos de 80% del volumen total de dicho
cuerpo, estando dicho cuerpo exento de poros o conteniéndo
po?os en una cantidad inferior al 5% dei volumen de dicho
cuéfpo.

' El presente cuerpo policristalino perfilado es el
producto de un conglomerédo de forﬁa idéntica en el cual los
cristales del producto no difieren notablemente de los cris-
tales del conglomerado.

' Los expertos de la materia podrén entender més

claramente la presente invencién leyendo la siguiente
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descripcién detallada, tomada conjuntameﬁte con las fig&ras
que la aéompaﬁan ¥ que forman parte de la memoria, en las

cuales : '
' Ia Figura 1 es una vista en seccién tomada &

través de un aparato que representa un modo de realizacién
|

preferido para llevar a la préctica el presente procedi-
miento y

La Figura 2 es una fotomicrografia (ampliadé
200 veces) de una seccidén pulida de un cuerpo de diapante
policristaline preparado de acuerdo con el procedimianto de
la invencidn, en el cual el contenido de diamante, en volumen,
es igual sproximadamente al S55% del volumen del cuefﬁo; De
manera més particular, la Figura 2 representa casi toaos los
éristales de diamantes envueltos por lo menos por uné fase
continua constituida por carburo de silicio. ILa fase de color
més claro de la Figura 2 es silicio elemental y se ve subs-
tancialmente rodeada por la fase de carburo de silicio, es
decir que un lado de la fase de carburo de silicio envuelve
los cristales de diamante mientras que el lado opuesto de la
fase de carburo de silicio esté en contacto con la fase de

silicio elemental.

los cristales de diamante utilizados en el ﬁresente
prpcedimiento pueden ser cristales natufales o sintéticos.
Loé‘cristales de diamante y/o nitruro de boro ciibico de la
presente invencién pueden tener un temafio variadble entre menos
de un micrén y 2000 micrones aproximadamente, y de manera
general tienen un tamafio de aproximadamente 1000 micrones.‘El

tamafio particular o los tamafios particulares que se emplean

_ dependen ampliamente de la aglomeracién o de la densidad

particular de los cristales que se desea obtener y, también,
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del cuerpo resultante. Para la mayor parte de las aplica-
ciones como abrasivo, se prefieren cristales de.un tamaiio
no sﬁperior a 60 micrones sproximadamente. Preferentemente,
para obtener la méxima aglomeracién de los cristales, &stos
han de ser dosificados de modo que incluyan una variedad de
tamaiios, eé decir cristales pequefios, medianos, y -de gran
tamafio. Preferentemente, los cristales de tamafio doéiiicado
varisn entre un micrén y 60 micrones asproximadementé, y
preferentemente dentro de esta gama de tamaios, elvéo al 80%
en volumen de la masa total de cristéles estén constiiuidos
por la parte de mayor tamafio de la gama, 5 a 10% en volumen
son Eristales de tamafio medio y el resto estd consticuido
por cristales o particulas de tameaiio reducido. '

‘ La obtencidn de cristales de tamafio deseado es
facilitada por el labrado con chorro de cristales més impor-
tantes. Preferentemente, 1los cristales se limpian quinmica-
mente para eliminar los éxidos o las demés impurezas de su
superficie antes de emplearlos en el presente proceso. Esta
operacibn puede realizarse calentando los cristales en nitré-
geno a 9002C aproximadamente durante una hora aproximadamente.

El presente material carbonéceo es carbono ele-
mental no en forma de diamahte, un material orgénico, o
mezclas de los mismos. El presente material orghnico se
de;éc_ompone completamente a una temperatura elevada inferior
a'14COQC, Y generalmente se descompone completamente a una

temperatura incluida entre 5092C ¥ 12009C aproximadamente,

. produciendo carbono elemental no en forma de diasmante y

productos gaseosos de descomposicibn.
A titulo de ejemplos representativos del material

orgénico til en el presente proceso, pueden mencionarse
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los polimeros de hidrocarburos arométicos tales como poli-
fenileno y polimetilfenileno, derivados de hidrocarburos
arométicos polinucleares contenidos en alquitrén, tales como
dibenzantraceno y criseno. Como otros ejemplos de materiales
orgénicosg dtiles, puedén mencionarse las resinas epoxi tales
como el pfoducto de reaqcién de la epiclorohidrina y del
Bisfenol~A, Otros ejemplos més de materiales orgénicéé;ﬁtiles
son las resinas fenblicas obtenidas ﬁediante la condéﬂéécién
del fenol o de fenoles substituidos con aldehidos talé; como
formaldehido, acetaldehido ¥y furfurall Como ejemplos especi-
ficos, pueden mencionarse los productos de condensacibﬁ de
fenol-formaldehido, resorcinol-formaldehido, anilinac
formaldehido y cresol~formaldehido.

o Para llevar a la.préctica el presente proceso, 1la

masa de cristales que ha de ser empleada para producir el

' presente cuerpo policristalino de temafio y forma predetermina-

dos se mezela con el material carbonfceo para producir una
mezcla uniforme o, por lo menos, substancialmente uniforme en
la cual ninguna de las superficies de los cristales queda al
descubierto, o en la cual por lo menos ninguna de las super-
ficies de 1los cristales queda descubiérta en un grado
significativo. Igualmente, por lo menos une cantidad substan-
cial, por ejemplo por lo menos el 90% en volumen de los
criétales de la mezcla estén envueltos y separados los unos de
los otros por lo menos por un revestimiento coherente del
material carbonéceo. La sﬁperficie del cristal que no esté
fevestida con material carbonficeo no esté descubierta sino que
estd en contacto directo con la superficie de otro cristal.

Es posible utilizar un cierto nfmero de téenicas

para formar la presente mezcla de cristales y material
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carbonfceo y para dar a la mezcla resultante la forma y ias

dimensiones deseadas del producto final. Por ejemplo, el

_carbono elemental no constituido por dieamante puede deposi-

tarse sobre los cristales mediante descomposicibn pirolitica

de un gas carboniceo tal como el metano. De manera particular,
!

los cristales pueden situarse en un horno provisto de una °

atmbsfera no oxidante tal como el hidrégeno, el nitrégeno o

un gas inerte tal como el argbn. Una fuente de carbopq ele-
mental no en forma de diamante tal como gas natural o;metano
se introduce en el horno y se calientan los cristalés»a una
temperatura suficiente para descomponer el metano, general-
mente a 12002C aproximadamente, io que da lugar a 1é“formam
cién de un depbsito de carbono pirolitico sobre los cristales.
Tal y como se utiliza aqui, el término "carbono elemental no
constituido por diamantes" incluye todas las formas de carbono
elemental no constituido por diamantes, grafito inclusive.

El presente material orgénic9 es sblido o liquido
a la temperatura smbiente y no tiene ninglin efecto perjudicial
notable sobre los cristales. Si el material orgénico es un
s61ido, se ablandaré sufioienéemente o, preferentemente, se
disolverd en un solvente adecuado para formar una solucidn,
antes de ser mezclado con los cristales con el objeto de
producir una mezcla uniforme. El materigi orgénico puede
mezclarse con los cristales utilizando un cierto nimero de
técnicas, que incluyen la agitacibén de los cristales con el
material orgénico. Si se desea, la mezcla puede tratarse a
continuacién, sometiéndola por ejemplo al vacio o al calor -
para eliminar cualquier solvente presente y puede ser calen-
tada de nuevo para descomponer el material orgfnico con el

objeto de producir in situ el carbono elemental no constituido
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por el diamante. Sin embargo, 1a mezcla himeda, flexible o

pléstica se perfila o se moldea con la forma y dimensiones de-

. seadas del producto final, y.l2a mezcla resultante se trata,

si es preciso, para que conserve gu forma y dimensiones y para
impartirle una resistencia mecénica suficiente. Es posible
afiadir un sgente de curado al naterial orgénico y el material
orgénico endurecible resultante puede mezclarse con 102 cris-
tales, moldedndolo para darle la forma y dimenaionesdéeéeadas
del producto final, y curéndolo para que conserve su'iopma. El
moldeo de la mezcla himeda, flexible o pléstica puede:pfectuarse
utilizando un cierto mimero de técnicas, por ejemplo\én’ﬁn
molde provisional o en el molde gque ha de recibir el éiiicio
fluido. Se utiliza un molde con una cavidad de la forma y
tamafio deseados. El molde se harf con un material que no tenga
ninglin efecto perjudicial notable sobre el presente proceso.
Preferentemente, ge hace de grafito y puede ser trabajado con
méquina para derle el témaﬁo Y forma deseados del producto finala
En la cavidad del molde, puede formarse un revestimiento adap-
tado o montado a presién, constituido por un material bastante
inerte respecto al proceso y él producto segin la invencién,
por ejemplo un polvo de nitruro de boro hexagonal, que puede
emplearse pars producir el producto final de la forma y tamaiio
deseados. Un agente de separacién, tal como una pelfcula de
pol&o de nitruro de boro hexagonal, se pulveriza sobre un mate~
rial tal como grafito para permitir la separacién del producto
final con respecto al molde. El molde incluye un dispositivo
para introducir silicio fluido en la cavidad. Este dispositivo .

puede estar constituido por sgujeros que pasan a través de la

. péred del molde y se eabren en la cavidad y al exterior del

molde..Preferentemente, estos agujeros estén situados en la
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parte superior del molde, de tal manera que la circulacién del
silicio fluido en la cavidad sea obtenida por gravedad. Estos
agujeros pueden ser de mimero y diémetro variables, dependiendo
del grado deseado de peneﬁracién del silicio fluido en contacto
con la mezcla confinada. El nimero de agujeros utilizados no

es critico pero si se sumenta, el silicio entra més répidamente
en contacto con la mezcla confinada en el molde, lo que reduce
el tiempo de infiltracién. Por otra parte, los agujefss no han
de tener un nimero o un difmetro tan importantes que_éi gilicio
fluido pueda penetrar en la cavidad hasta el punto defrodear
la mezcla confinada, puesto que esto podria dar lugartﬁ que
una cierta cantidad de gas quede aprisionada en el interior de
la megcla'confinada, impidiéndo la penetracién del siiigio
fluido a través de ella. La penetracibén del silicio fiuido se
efectuaré a través de la mezcla confinada hacia una sola super-
ficie externa o un solo punto externo de la mezcla confinada,
de una superficie suficiente para que las bolsas de gas situe-
das en la mezcla confinada puedan ser eliminadas por el vacio
parciai, permitiendo asi que el silicio filtre a través de la
mezcla. La infiltracién del silicio fluido a través de la
mezcla confinada se hace mediante efecto cepilar. De manera
general, el difmetro de 1os agujeros de infiltracién varia
entre 0,254 mm y 3,175 mm (10 y 125 milésimas de diémetro) y
uno;‘agujeros de mayor tamafio no presentan ventaja notable.
Dado la tensidn superficial del silicio elemental, que le im~
pide pasar a través de agujeros tan pequefios, esos agujeros

se proveen de una mecha, preferentemente hecha de carbono

elemental no en fofma de diamante, que hace pasar el silicio

. fluido a través de los agujeros y en la cavidad. Cuanto més

pequefios sean los agujeros, tanto menor serd la posibilidad de
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que una cantidad sobrante de material elemental Si/SiC
permanezca en el producto acabado. Generalmente, cualquier
exceso de material 81/8iC en la superficie del producto aca-
bado se presenta bajo la forma de un pico o de una pequeiia
esfera que ha de ser eliminada por esmerilado, trabajo con

miuina o pulimentacidén, de una manera convencional.

Ta mezcla de cristales y de material carbonéceo déberé_,

11enar?1a cavidad del molde para que se obtenga el producto
final he la forma y de las dimensiones deseadas, puesto que no
ge préduce ningin cambio, o por lo menos ningﬁn cambié gigni.-
ficativo, entre el volumen ocupadc por 1s mezola Y el producto
final; El molde, es decir la cavidad llena, se cierra' a
continuacién. Unos agujeros de paso de los gases situsdes
preferéntemente en la porcién_inrerior del molde, se utilizan

para hacer el vacio en la cavidad y mantener en ella un vacié

'parcial. El molde lleno esté asociado con una masa de silicio

elemental, la cual estd situada preferentemente encima del

molde.

La Figura 1 representa una seccifn transversal de
una estructura agsociada o aparatos 10 ilustrando un modo de
realizacidn preferido para llevar a la préctica el presente
proceso. El.bastidor de soporte 11 no es metAlico y esaté
hecho preferentemente de grafito, pudiendo ser trabajado con
méquina para darle la configuracién deseada, El molde 12 y
la cavidad 13 estén provistos de un conector no metélico 19,
preferentemente hecho de grafito, que atraviesa la cavidad 13
¥ que tiene una extremidad roscada para mantener el molde 12
cerrado durante la penetracién del silicio. La mezcla de
material carbonfceo y de cristales 14411ena la cavidad 13 que

rodea el conector 19.

———

P T
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Los agujeros 15y 16 estén dotados de mechas 17 y 18 que
hacen pasar el silicio 20 en estado fluido en el interior
de la cavidad 13 para~que.filtre a tiavés de la mezcla 14.
Los agujeros de paso de gases 21 ¥y 22 permiten la salida
del gas procedente de la cavidad 13 que se escapa por el
orificio 23%. Los agujeros de paso de gases 21, 22 y 23 se
utilizan para mantener el vacio parcial deseado en la ca-
vidad 13. El conector 19 presenta un agujero de diaistro
idéntico que atraviesa el producto tgrminado que tiene la
forma de una rueda con un bérde'vivo que puede utiliﬁarse
como muela abrasiva.

La estructura.asociada o el aparatc 10 se
sitGa en un horno y se crea un vacio parcial de mode que
los gases residuales no tengan ningin efecto perjudicial
notable sobre dicha estructura asociada. De manera més
espécifica, la chmara del horno se mantiene bajo vacio
parcial, el cual se aplica también a la estructura asocia-
da, es decir la mezcla confinada en la cavidad del molde
¥ la masa asociada de silicio elemental, bajo vacio parcial.,
El vacio parcial debe ser porilo menos suficiente para
eliminar las bolsas de gas que puedenﬁhaber quedado apri-
sionadas en la mezcia confinada y que podrian bloquear la
pepetracién del silicio fluido, dando lugar a la formacidn
denﬁoros en el producte terminado. De manera general, dicho
vacio ﬁarcial tiene un valor incluido aproximadamente entre
0,01 torr y 200 forr, y éeneralmente entre 0,01 torr y
100 torr, para asegurar la eliminacién del gas aprisionado
en la mezcla confinada.

Generalmente, y en la préctica, el horno utili-

zado es un horno de carbono, es decir um horno fabricado
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con carbono elemental no constituido por diamante. Ese
ﬁorno actia como elemento de absorcién de oxigeno contenido
en la atmésfera del horno, reaccionando con el oxigeno para
producir CO'o Co, ¥ propo¥cionando as{ una atmésfera no
oxidante, es decir que los geses residuales no tienen nin-
gin efecto perjudicial notable sobre los cristales o el
gilicio de infiltracidén. La presente infiltracién no;puede
efectuarse en el aire porgue el dismante se transfof¢é~ré-
pidamente en grafito en el aire, a una temperatura superior
2 800C y el silicio lfquido se oxidaria formando s{iihe
s6lida antes de que se haya podido producir cualquief pene-
tracibén notable del sgilicio en la mezcla confinada., Cuando
no se utilize un horno de carbono, es preferible diaponer
en la'cémara del horno un elemento de absorcidén de oxzigeno,
por ejemplo carbono elemental no en forma de diamante, para
garantizar que se mantendrd una atmbésfera no oxidante. En
variante, esta atmésfera no oxidante, o atmésfera que no
tiene ningin efecto perjudicial notable sobre la estructura
agociada contenida en el ﬁorno, puede obtenerse mediante un
vacio parcial suficiente, incluido por ejemplo entre apro-
ximadamente 10~2 torr y 20 torr. '

La mezclﬁ confinada y el silicio se calientan
hasta la temperatura de infiltracidén que es superieur a
146090. Cuendo el material carbondceo es un material orgh-
nico, este material orgépico se descompone completamente a
una temperatura inreiior a 14002C, produciendo carbono
elemental no constituido por diamante y productos gaseosos
de descomposicidén. La masa o la mezcla confinada en el
molde, que ha sido infiltrada por el silicio, consiste

esencialmente en cristales, por ejemplo cristales de
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diamante, nitruro de boro cibico o combinaciones de los
ﬁismos, Y carbono elemental no en forma de diamante.

E1l carbono elemental no en forma de diamante
contenido en la mezcla c&nfinada en el molde, debe ser por
lo menos ligeramente poroso para que el silicio pueda pene-
trar a través de él. En particular, el carbono elemental
no en forma de diamante puede tener una porosidad variable
pero su densidad no seri superior a 0,96 g/cm3. Si el
carbonb elemental no constituido por diamante tiene una
densidad superiér a 0,96 g/ém}, el silicio fluido e¢lemental
no podré pemetrar en él, o si llega a penetrar en este
carbono elemental denso no constituido por diamante, 21
cuerpo resultante se incharé y se deformarf. La porosidad
méxima del carbono elemental no constituido por diamante es
la que mantiene ia forma de la mezcla confinada en el molde
sin gue ninguna de las superficies de los cristales quede
8l descublerto de manera notable. De manera general, la
porosidad méxima del carbono elemental no constituido por
diamante es de 50% aproximadamente del volumen total del
carbono elemental no en forma de diamante presente en la
mezcla moldeada contenida en el molde.

Los poroé de la mezcla confinada en el molde
que consisten esencialmente en c¢ristales y carbono elemental
no en forma de dismante deben estar distribuidos de manera
uniforme o por lo menos de manera notablemente uniforme en
toda la mezcla para'prevenir la formacidn de bolsas de
silicio elemental excesivamente importantes que podrian
perjudicar las propiedades mecénicas del producto poli-
cristalino resultante, limitando asi sus aplicaciones, El

temafio de los poros puede ser variable y generalmente es de
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gproximadeamente 2000 micrones como méximo, eunque preferente-
menté estos poros no tiemen un tamafio superior al tamajio de
los cristales utilizados. Para obtener los resultados més
favorables,.los poros tendrdn un tamafio inferior al micrén.

La porosidad de la mezcla moldeada de cristales

1l

'i'y‘cafbono elemental no en forma de diamante puede ser deter~’

minada por medio de un cierto mimero de técnicas convencio-
' .

nales.
; La presente emulsidn se lleva a efecto & una
températura superior a 14002C a la cual el silicio éél
fluido ¥ que no tiene ningin efecto perdﬁdicial notable
sobre los cristales. Para la infiltracibén de cristales de
boro‘cﬁbico no son Wtiles temperaturas notablemente superio-
res a 14002C aproximadamente.puesto que pueden transfcrmarlo
en nitruro de boro hexagonal. Por otra parte, en el caso de
¢ristales de diamante, temperaturas superiores a 15502C no
aportan ninguna ventaja notable. La expresién "la tempera-
tura a la cual el silicio es fluido" significa aqui una
temperatura a la cual el silicio fluye facilmente., El gili-
cio fluido es extremadamente mévil Y reacciona fuertemente
con el carbono elemental no en forma de diamante, es decir
que presenta una afinidad para el carbono elemental no en
forma de diamante, mojéndolo y reaccionando con 1 para
fofmar carburo de éilicio. En particular, c;ando el silicio
esth ﬁ su temperatura dezfusién, la cual en esta técnica se
considera en la gama de aproximadamente 14129C a 14302C
aproximadamente, tiene una viscosidad elevada, pero cuando
se eleva su temperatura pasa a ser menos viscoso Y 8 una

temperatura de aproximadamenfe 102 superior & su punto de

fusibén, se transforma en fluido. La temperatura a la cusal el
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silicio es fluido es la temperatura a la cual penetra o
filtra a través de los conductos de tamafio capilar, los
intersticios o las cavidades de la mezcla de cristales ¥y
carbono elemental no constituido por diemante que esté
mantenida en el molde de acuerdo con la presente invencidmn.
Cuan&b se eleva la temperatura, la fluidez del silicic
flui?o ha sumentado y da lugar a una velocidad de reaccién
més ?épida. |
f Se infiltra una cantidad suficiente de silieio
a través de la masa o de la mezcla confinada en el aolde,
penetrando el silicio o filtrando a través de los capilares
o los poros de la mezcla, por efecto capilar, ¥y reaccionando
con la cantidad total de carbono elementél no en formx de
diamante presente.en la mezcla confinada para formar carburo
de silicio, y llenando igualmente los poros o las cavidades
que pueden permaﬁecer'después de la formacidn del carburo de .
silicio, produciendo asi un cuerpo integrai, fuertemente
aglomerado o por lo menos substancialmente exento de poros.
De manera particular, el carburo de silicio ocupa un volumen
superior al del carbono elemental no constituido por dia-
mante, lo que reduce la porosidad, y los poros que permanecen
después de la formacién del carburo de silicio se llenan
durante la infiltracion con silicio elemental. Igualmente,
durante la infiltracién, el silicio reacciona con el Teves-
timiento de carbono elemental no constituido por diamante,
sobre las superficies de los cristales, formendo asi un
revestimiento protector adherente constituido por carburo de
silicio sobre las superficies de diamante,vsin producir
ninguna perdida o una perdida insignificante del cristal y

sin cambiar de ninguna manera o de manera insignificante
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la forma'y las dimensiones de los cristales. La masa infil-
trada resultante se enfria en una atmésfera que no presenta
ningin efecto perjudicial notable sobre dicha masa infiltra-
da; preferentemente, se enfria en el horno en una atmésfera
de vacio parcial aproximadamente hasta la temperatura
ambiente, ¥y se recupera el cuerpo policristalino resultante.

El tiempo necesario para la infiltracidn completa
por el silicio puede ser determinado de manera empirica y
depende ampliamente del tamafio de la.mezcla moldeada;y,
frecuentemente, la infiltracién por el silicio flﬁidp a
través de la mezcla confinada en él molde se termina en 15
minutos, aproximadamente.

Un cierto nimero de técnicas pueden ser empleadas
para determinar el grado en el cual el silicio se hé infil-
trado en la mezcla de cristales y carbono eleméntal no
constituido por diamante,confinada en el molde. Por ejemplo,
el molde puede enfriarse a la temperatura ambiente, puede
ser abierto, y puede observarse el grado de infiltracién
del silicio,

En otra técnica, e; posible determinar la compo-
sicién y el peso del cuerpo policristalino final a partir
de la porosidad, de la centidad de carbono elemental no
constituido por dismante y de la cantidad de cristales pre-
sen%es en una mezcla moldeada constituida por los cristales
Yy el carbono elemental no en forma de diamante. M&s parti-
cularmente, el contenido de carburo de silicio en el producto
policristalino puede calcularse baséndose en la cantidad
de carbono elemental no constituido por dismante que esté
céntenida en la mezcla., La porosidad que permanece después

de que la reaccidén de carburo de silicio ha terminado,
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§eré el volumen ocupado por el silicio elemental. El peso
del cuerpo policristalino final es igual a la totalidad o
aproximadamente la totalidad de los pesos de su contenido
de cristal, de su contenido de carburo de silicio y de su
contenido de silicio elemental. Por consiguiénte, durante
la infiltracidn, cualquier incremento de peso-de la mezcla
infiltrada por silicio puede utilizarse para determinar el
grado de infiltracidn. .

.El presente cuerpo policxistalind»esté coasti-
tuido por cristales elegidoé en el grupo que consisté en
diamante, nitruro de boro clbico y combinaciones de los
mismos, unidos por adicidén los unos con los otros gracias
silicio elemental, teniendo dichos cristales un tamafio va-
riable entre menos de un micrdén y aproximadamente 200C mi-
crones, estando la densidad de dichos cristales incluida
entre aproximadamente 1% y menos de 80% del volumen de dicho
cuerpo, frecuentemente hasta 75% del volumen de dicho
cuerpo, estando presente dicho aglutinante en una cantidad
que puede elevarse hasta el 9@% del volumen de dicho cuerpo,
estando dicho aglutinante distribuido'por lo menos de manera
substancialmente uniforme a través de dicho cuerpo poli-
cr;stalino, estando constituida por carburo de silicio la
paﬁfe 0 la superficie de dicho aglutinante en contacto
directo con las superficies de los cristales aglomerados.
El presente cuerpo policristalino estl exento de poros o,
por lo menos, substancialmente exento de poros.

La cantidad de carburo de silicio en el presente
cuerpo policristalino depende de la cantidad de carbono

elemental no en forma de diamante contenido en la mezcla
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confinada en el molde, y esta cantidad se ilustra por medio
de la siguiente ecuacidn :
" 8i + € ——> SiC
Por otra parte,'la cantidad de silicio elemental

contenida en el cuerpo policristalino depende de la porosidad
o de ios poros que permanecen después de que laAcantidad
total&de carbono elemental no en forma de diamante haya
reaccionado para formar carburo de silicio. Sin embarge, el
presg%te cuerpo policristalino contiene siempre carburo de
gilicio en una cantidad de por lo menos 1% en volumeﬁ del
cuerpo éproximadamente ¥y silicio elementél en una caﬁtidad'
igual por lo menos a 1% del volumen del cuerpo aproximada-
mente. . ‘

| El presente cuerpo policfistalino esti usualmente
exento de fase carbono elemental no en forma de dismante.
Sin embargo, puede contener fase de carbono elemental no en
forma de diamante en una cantidad gque puede elevarse hasta
5% en volumen del cuerpo aproximadsmente, siempre y cuando
esta fase de carbono elemental no en forma de diamante esté
suficientemente distribuida agtravés de la totalidad del
cuerpo para no tener ninglin efecto perjudicial notable sobre
sus propiedades mecénicas. La presencia de la fase carbono
elemental no en forma de diamante puede ser'detectada por
tééﬁicas metalogréficas estandard, tales como por ejemplo el

examen 6ptico de una seccidn transversal pulida del cuerpo,

"0 mediante wicroscopia electrénica de transmisién en una

seccidn fina del cuerpo.

El presente cuerpo policristaliﬁo esté exento de

_ cavidades o poros o por lo menos substancialmente exento de

poros, es decir que puede contener cavidades o poros en una
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cantidad inferior al 5% aproximadamente del volumen del
cuerpo, segin su aplicacibdn particular, siempre y cuando

el tamafio de estas cavidades o de estos poros sea pequeiio,
preferentemente inferior a 1 micrén, y & condicién que estén
distribuidos de manera suficientemente uniforme en todo el
cuerpb de modo que no tengan ningin efecto perjudicial nota-
ble sobre sus propiedades mecénicas.

cuerpo puede ser determinado mediante téenica metalogréfica

El contenido de cavidades o poros del presente

estaﬁdard tal como, por ejemplo, el examen Sptico daruna
secclén transversal pulida del cuerpo.

Una ventaja particular de la presente 1nven"16n
consiste en que el presente cuerpo policristalino puede
fabrlcarse dlrectamente en una amplia gama de tamaifios y

formas que hasta la fecha no podlan obtenerse o requerian

" operaciones de mecanizacién costosas y engorrosas en razén

de la misma naturaleza del material. Por ejemplo,el presente
cuerpo puede tener una longitud de varios centimetros, o ser
tan largo como se desea, y puede presentar una geometria
extremadamente compleja y, en particular, puede producirse
bajo la forma de un tubo o de un e¢ilindro hueco, un anillo,
una esfera, o una barra con una punta afilada en una extre-
midad. Igdalmente, puesto gue el presente cuerpo policris-
taiiqo se fabrica con una configuracién preéeterminada de
dimensiones preestablecidas, necesita un trabajo de mecani-
zacibn reducido o mulo.

Una porcién del cuerpo policristalino producido
de acuerdo con la invencidén puede soldarse con estafio,
soldarse con latén o adherirse de otra manera a un material

de soporte adecuado tal como carburo de silicio, sinterizado
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0 prensado en caliente, nitruro de silicio sinterizado o
prensado en.caliente, o un carburo cementado, o un metal
tal como molibdeno formando un elemento de insercidn para
herrsmienta, el cual, por ejemplo, puede ser mantenido

por un mango de herramienta que puede sujetarse en una

* méquina-herramienta de modo que la superficie descubierta

del cuerpo policristalino pueda emplearse para realizar
| _
directamente operaciones de labrado. En variante, el pre-
|
sente cuerpo policristalino puede sujetarse mecénicsazente

en una herranienta de torno para que el trabajo sea'f‘

realizado directamente por la superficig'descubierta del

cuerfo policristalino.

La invencién se ilustrard més detalladamente
por medio de los s1gu1entes eaemplos que se resefian en la
Tabla I y en los cuales, salvo indicacién en contra; el
procedimiento utilizado ha sido el siguiente : |

Se ha empleado silicio comercialmente puro para
infiltracidn.

E1l "Epon 828" utilizado es una resina formada
por la reaccién de la epiclorohidrina y del Bisfenol 4,
el cual es liquido a la temperatura ambiente y que tiene
un equivalente de epoxido de 185-192, El Epon 828 se des-
compone completamente a una temperatura inferior a 13008C,

" ‘ El agente de curado utilizado ha sido la
dietilenetriamina, 1iqui§o llamado corrientemente DTA, que
endurece el Epon 828 a la temperatura ambiente, solidifi-
céndolo.

En cada ejemplo de la Tebla I, los cristales
indicados han sido revestidos con una capa extremadamente

fina de carbono pirolitico depositado mediante descomposicibn
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de gas natural. En particular, para esta operacibn de
revestimiento, los cristales han sido dispersos en un
crisol de grafito ¥ colocados en un horno de grafito cons-
tituido por una campana de vacfo. En el horno se hizé un
vacfo de 0,003 torr y se calentd el horno a 12002C. Se
introhujé rétano procedente de una tuberia de gas natural
en e% horno mantenido é una presién de 50 torr durante
apro%imadamente cinco minutos. A continuacidn, se dejd de
caleﬁtar el horno y se enfriaron en el horno los cristales
hasté la temperatura ambiente en el vacio de 0,003 torr.

A continuacién; los cristales se disperséron de nuevo en
el crisol, se introdujeron de ﬁuevo en el horno y se
repi?ié la operacidn de revestimiento paré garantizar un
revestimiento completo de los cristales.

Fl examen de los cristales revestidos demuestra
que presentaban un revestimiento continuo, coherente,
extremadamente adherente de carbono elemental no en forma
de diamante, es decir que més del 99% del volumen de los
cristales estaban separados los unos de los otros por el
revestimiento de carbono, ¥y qﬁe ninguna superficie de los
cristales estaba descubierta. Puesto que el revestimiento
de carbono elemental no constituidc por diamante depositado
en los cristales era muy fino, es decir gque su espesor
esééba incluido entre aproximadamente 500 Angstroms y apro-
ximadamente 1000 Angstroms, no aumentd el peso de los
cristales de manera significafiva ¥y, por tanto, el peso de
los cristales que se indican en la Tabla I es el de los
cristales revestidos de carbono. '

Las cantidades dadas de carbono elemental no

constituido por diamante, Epon 828 y cristales, es decir
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cristales revestidos de carbono, se agitéronJa la tempera-
tura ambiente conjuntamente con 0,1 gramos de agente de
curado y una cantidad suficiente de metilebilcetona, es
decir aproximadamente 0,1 a 0;2 g para formar una mezcla
substancialmente uniforme. La Metiletilcetona es un solvante
para la resina Epon 828 y:la distribuye en toda la mezclail

La mezcla resultante podia ser conformada.manuai—
mente y a continuacién se moldeé en un molde de Teflon y se
calent§ al aire, a una temperatura de aproximadamenté 80eC
durente una hora sproximadamente para evaporar la métiletil—
cetona que contiene y acelerar el curado de la resing. La
mezcla moldeada y endurecida se éxtrﬁjé del molde sin que
se observara adherencia, en una sbla pieza, puesto que la
agloﬁeracién estaba asegurada por la resina endurecida.
Tenfa las dimensiones indicadas en la Tabla I, es decir la
de una barra uniforme en el Ejemplo I y la de un disco
uniforme en los Ejemplos 2-6.

En cada uno de los Ejemplos, la mezcla moldeada
se colccd en un molde de grafito -cuyas todas las superficies
habian sido pulverizadas con nitruro de boro hexagonal.

La estructura o el aparato asociado para llevar a
la préctica la infiltracién del silicio era similar al que
se representa en la Figura 1. De manera més particular, se
utilizﬁ un cilindro de grafito maciso con una cavidad perfo-
rada en su parte extrema superior para contener el silido
¥y una cavidad perforada éﬁ su porcién éxtrema inferior para
ser utilizada como cavidad de molde. La cavidad de molde se
perford de modo que corresponda a las formas y las dimen-
giones de la mezcla ﬁoldeada para que no exista ningin

espacio libre notable en el interior de la cavidad del molde
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una vez cerrada; Un agujero de penetracibén, de aproximada-
mente 1,524 mm de difmetro, se perford substancialmente de
manera perpendicular entre las dos cavidades para conectar-
las. Una mecha de fibras de carbono elemental no en forma de
diamante, de aproximadamente 12,7 mm de largo y aproximada-

mente 1,27 mm de difmetro, se situd en el agujero de penetra-

c¢ién de modo que entre en la cavidad superior, pero justo

en contacto con la mezcla moldeada contenida en la ¢avidad.
La mezcla moldeade se colocd en el interior de la ca&idad
del molde, que se cerrd a continuacién con una placa de
grafito formando un molde no herméticamente cerrado al aire,
puesto que la ventilacién podia efectusrse a través de un
agujero de paso de los ggées. La placa de grafito se mentuvd
en sd sitio por medio de barras de filamentos de carboﬁo o
de grafito. Una masa de silicio elemental granular ée colocd
en la cavidad superior.

La estructura resultante asociada se colocd en un
horno de grafito en el cusl se hizé un vacfo de aproximada~
mente 0,1 torr y se mantuvd sproximadamente en este valor de
0,1 torr durante la infiltracién del silicio y durante el
posterior enfriamiento del horno a la temperatura ambiente.
Los gases residuales contenidos en el horno no eran oxidantes.

Fl horno se calentdé a la temperatura de infiltra-
cién indicada y se mantuvé a esta temperatura durante el
periédo de tiempo indicado. A continuacibén se interrumpid la
energizacidn del horno y'la estructura se enfrid en el horno
a la temperatura ambiente.

La cantidad de silicio derinfiltracién era sufi-

ciente para penetrar completamente a través de la mezcla

" confinada en el molde, de cristales y carbono elemental no
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en forma de dismante, y se determiné el final de la opera-

cibn de infiltracién del silicio en el tiempo dado, bashndose

~en la experiencia y los resultados obtenidos en operaciones

similares.

En cada ejemplo, el cuerpo policristalino se
extrajé del molde sin que ge observara adherencia. Los resi-
duos de la mecha de infiltracién se suprimieron mediante una
operacién de fresado. El cuerpo policristalino resultante
tenfa la forma de una barra o de un disco uniforme, como se
indice en el Cuadro I. |

La densidad del cuerpo policristalino se deferminé
por medio del método de desplazaﬁiento de agua.

Una parte de una superficie de cada cuerpo poli-~
cristalino ge pulimenté en una pulidora de hierro fundido.

En cada ejemplo, la superficie pulida del cuerpo
policristalino se examiné Spticamente con una ampliacién de
aproximadamente 500 veces bajo microscopio para determinar
su microestructura. |

Puesto que 1la cantidgd de cristales era la misma
0 no habia cambiado noteblemente con relacién a la cantidad
de cristales contenida en la mezcla moldeada, se calculd la
fraccién del volumen de los cristales contenidos en el
cuerpo policristalino, e igualmente se efectué una vealora-
ciSn basada en el aspecto del cuerpo policristalino.

La fraccidén del volumen de carburo de silicio
contenido en el cuerpo poiicristalino se calculd baséndose
solamente en la cantidad de carbono elemental no en forma de

diamante que habfa sido afiadida a la mezcla moldeada, puesto

. que en todos estos ejemplos la cantidad de carbono elemental

no en forma de diamante depositada en forms de revestimiento
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sobre log cristales y la que provenia del "Epon 828", no
era notable.

La fraccién del volumen de silicio elemental
contenido en el cuerpo poiiéristalino se calculd, y también
se deterﬁiné baséndose en el aspecto exento de poros o
substancialmente exento de poros del cuerpo policristalino
de cada ejemplo.

Todos los ejemplos de la Tabla I ilustran la pre-
sente invencién.

En cada ejemplo, el cuerpo ﬁolicristalino recupe-
rado estaba de una sola pieza y tenia dimensiones no dife-
rentes o no significativemente diferentes de las dimen~
siones dadas de la mezela moldesada.

‘ En cada ejemplo, el examen Optico de la superficie
externa pulide del cuerpo policristalino indicd que 1s
infiltraciép habia sido uniforme y completa y que el medio
aglutinante parecig distribuido de manera uniforme. No se
observé ninguna pérdida o ninguna pérdida notable de
cristales de diamante o de nitruro de boro cibico, y tampoco
ningln cambio o cambio significativo en la forma y las
dimensiones de los cristales de diesmante o del nitruro de
boro cfbico. El silicio elemental se presentaba en fase
trillante, de tamafio inferior al micrdén, y con una distribu-
cién'substancialmenxe uniforme. Ademés, las superficies
pulidas de los cuerpos policristalinos parecfan exentas 0
Bubstancialmentewexehtasfde fase de carbono elemental no
constituida por dismante.

.Una seccién pulida del cuerpo policristalino del
Ejemplo 3 se representa en la Figura 2. En particular, la

Figura 2 representa casi todos los cristales de diamante
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CUADRO T

Carbono Epog Dimen~
Elemental 82 gsiones
Ejejmmmmmm— ¢ R_I_§ z A-g— no diam. peso (g) mm
No | Tipol Mecha| Mierén |peso(g)|afiadido
peso (g)
1 |Diam.| 35/40(500/420 | 1,1 1,5 0,15 6,35x12,7
(fibras tri x 25,4
turadas)

2 |Diam.| 80/100(177/149 | 1,12 | 0,25 0,1 | 12,7 dianm

: (negro de 4,82 esp.
carbono)

3 |Diam.| 325 44 1,12 | 0,15 0,1 12,7 diaw

(fibras tri 4,57 esp.
turadas)

4 |Diam.| 35/40 |500/420 1,36 0,15 0,15 12,7 dianm
/ P00/230 | 74/62 | 0,2 | (fibras trj 5,08 esp

turadas)

5 |Nitru 60/80 |250/177 1,3 0,18 0,12 12,7 diam
ro de (fibras trj 5,08 esp.
boro turadas
cibi~
¢o

6 |Meze-| 35/40 |500/420 | 0,7 0,19 0,15 12,7 diam
la de| (Dia.) (Dia) | (tejido de 5,02 esp.
nitrul carbono
r0 de 69/80 250/177 027 tritura-

Nitru- (Nitru-
boro d a do)
ctibi| TO de ro de '
co + bgrq bgro
Diam. cubico cubico

- - -

" (70 7 A S T S S T . Gy o O U W D S B . S Y B S S S kS G AT S
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CUADRO I (continuacién)

Infiltracidén de

]

ltrac eme e e CUERPO_POLICRISTATINO
T o) i Composicifn en volumen % del cuerpo
No |Temp.|Tiempo de Densi- Si Carbono | Poro-
(eC) |infiltra- dad - Elem {element.{ si-
cidén g/cm? [Cristal{SiC lent? no dad
minutos lam,
(mi ) di
1 |<1500{ ~ 15 331 | ~15 |~75 | ~9 | 2z 1 ~z1
(Dia.)
2 |.s00] 10 3,211 ~52 {42 | A6 | 0 ~0
(Dia.) .
3 <1500/ .10 3,24 | ~55 .27 (.16 | 1 ~ 1
(Dia.)
4 1.1500 10 3,31 ~70 24 (A6 | <1 < 1
(Dia.)
5 |.1450 8 3,2 | ~60 |~29 |10 ] <1 ~ 1
(Nitru
ro de
boro
ctibi-
¢o)
6 | 1450 20 3,15 30 1~30 |8 ~ 1 ~ &
(Dia.)
230
" (Nitru
ro de
boro
cibi-~
co)
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rodeados por lo menos con una fase continua constituida por
carburo de silicio. Ia fase de color més claro de la Figura
2 es silicio eiemental ¥ parece rodeada substancialmente
por la fase de carburo de éilicio, es decir que un lado de
la parte de carburo de silicio envuelve los cristales dé
'diaménte, mientras que el lado opuesto de la fase de carburo
de s%licio estd en confacto con la fase @e silicio g}gmenr
tal.I
; En razén de la fraccién particular de volumen de
crisfales que contiene, el cuerpo policristalino pré&ucido
en el Ejemplo 1 puede ser dtil como sesménto de hoja de
sierra, mientras que los cuerpos policristalinos de lus
Ejemplos 2-6 gerén dtiles como superficié de desgaete o como
herramienta de corte. |
EJEMPLO -
' Un cuerpo de diamante policristalino se prepard
substancialmente de la misma manera que la que se describe
con relacién al Ejemplo 3, teniendo substancialmente la misma
composicidn.
Se verificd su resis%ancia a la abrasién por medio

de una prueba de torneado. De manera particular, el cuerpo

de diamante policristalino de forma cilindrica se trabajé
cqn.torno hasta obtener un diametro externo de 12,86 mm
(0}5065 pulgadas) y se rectificd hasta un éspesor de 4,52 mm
(0,178 pulgada). La herramienta acabada, es decir el cuerpo
de dismante policristaline réctificado, se montd en un
porta~herramienta con un &ngulo de incidencia ligeramente
negativo. Una pieza trabajada consistiendo en un cilindro de

"Black Dimmond" (Ebonita cargada con arena de silicio), de

14,22 cm de diametro (5,6 pulgadas) y 60,96 cm de largo’
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(24 pulgadas) se utilizé para la comprobacibén. Se hizb girar
la pieza trabajeda a 293 rpm. La profundidad de corte se
ajustéd en 0,762 mm (0,030 pulgadas) y la velocidad de avsance
de 0,127 mm (0,005 pulgadas) por revolucién. Después de 16,2
minutos de torneado, utilizando la herresmienta de dizmante
policristalino, una zona de desgaste de 0,254 mm de largo
(0,0lp pulgada) se formb en el filo de la herramienta de dia-
mante. Su factor de resistencia a la abrasibn, calcdiado
dividiendo el tiempo de trabajo con méquina en minutos por la
longitud de la zona de desgasfe, ers de ;6,2. La herramienta
de diamante policristalino se hizé girar para exponer un
nuevo filo cortante y se repitidé la prueba de torneado con
resultadﬁs idénticos. .

A continvacién se hizé girar la herramienta psara
exponer un nuevo borde de corte de diamante y se repitid la
prueba de torneado nuevemente. Después de 32,4 minutos de
torneado, se obtuvé un factor de resigtencia a la abrasibn
de 18,0. A continuacién, se hizd girar de muevo la herramienta
para exponer un nuevo borde de corte de diamente, y se repitid
la prueba de torneado. Despuéé de 64,8 minutos de torneado,
se obtuvd un factor de resistencia a la abrasién de 3%6,0.
EJEMPIO 8.

_ Se preparé un cuerpo de diamante policristalino
subéfancialmeﬁte de la misma manera que la que se ha descrito
con rélacién al Ejemplo I, utilizéndose substancialmente la
misma composicién.

El cuerpo policristalino se desgastd menualmente
contra un trozo de piedra erenisca para desﬁubrir el diamante.
Su utilidad como segmento de hoja de sierra se determind

sujetando el cuerpo de diamante policristalino en un
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dispositivo de fijacién sgbre la hoja de una sierra de
laboratorio. A continuacién, ée impartidé a la sierra un
movimiento alterno con una carrera de 6,66 cm (2 5/8 pulga-
das), 60 veces por minuto. La pleza trabajada, un blogue

de mérmol de Someréet (Ohio), se desplazd contra la hoja a
una velocidad inicial de 0,127 mm por minuto (0,005 pulga-
da por minuto) que‘se aument$ progresivamente hasta 6,35 mm
‘por mimuto (0,25 pulgada por minuto). Se realizé sin
'dificultad el corte de la pieza trabajada por el cuerpo de
diamante hasta la rotura del cuerpo de diamante detida a la
fuerza producida por el dispositivo de fijacibén. Se obtu-
vieron reéultados similares cortende gronito del Tarm
(solamente a la velocidad de 0,127 mm/minuto).

: En resumen, la presente patente de invencibén que

se solicita deber& recaer en las siguientes

REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para producir un cuerpo policris-
talino de forma y temafio predeterminados que consiste en pre-
perar por lo menos una mezcla substancialmente uniforme de
cristales elegidos en el grup6 que consiste en diamante,
nitruro de boro cibico y cbmbinaciones de los mismos, y un
material carbonéceo, éin que'ninguna de las superficies de
dichos cristales esté descublerta de manera significativa,

y estando una cantidad por lo menos substancial de dichos
cristales envueltos y separados los unos de los otros por lo
menos por una capa continua coherente de dicho material
carbonéceo sobre dichos cristales, eligiéndose dichovmaterial

carbonficeo en el grupo que consiste en carbono elemental no

_ constituido por diamante, un material orgénico que se descom-

pone completemente & una temperatura inferior a 14002C en
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carbono elemental no constituido por diamante y productos
gaseosos de descomposicibn, asi como mezclas de los mismos,
estando presente dicho material orgénico en una cantided
suficiente para que, a8l descomponerse, produzca én las super-

ficies de los cristales un revestimiento continuo coherente

de carbono elemental no constituido por diamante, utilizando

un molde con una cavidad del tamafio y forma deseados y un
!dispositivo para introducir silicio fluido en dicha cavidad,
¥ un dispositivo para mantener un vacio parcial en dicha

cavidad, llenar dicha cavidad con dicha mezecla de cristales

y de material carbonéceo y confinar dicha mezcle en dicha

cavidad, asociar dicha cavidad llena con una masa dc¢ silicio,
aplicar a la estructura asociada resultante un vacio parcial
de;ﬁodo que los gases residuales no tengan ningin efecto
ﬁerju&icial notable sobre dicha estructura asociada,rcalentar
dicha estructura asociada en dicho vacio parcisl a una tempe-
ratura superior a 14002C a la cual dicho silicio es fluido

Y que no tiene ningin efecto perjudicial notable sobre dichos

cristales e introducir dicho silicie fluido a través de dicha

‘mezcla confinada, siendo dicho vacio parcial por lo menos

suficiente para extraer de dicha mezcla confinada el gas que
bloquea dicho silicio fluido de infiltracibn, reaccionando
dicho silici; de infiltracién con carbono elemental no en
forma de diamante, formando carburo de silicio, enfriar la
masa infiltrade resultante de cristales en unaratmésfera que
no tiene ningin efecto perjudicial notable sobre dicha massa

infiltrada, y recupersr el cuerpo policristalino resultante

~ de dicha forma y tamafio predeterminados en el cual los

cristales estén unidos conjuntamente por un aglutinante cons-
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tituido por carburo de silicio y silicio elemental y en el

cual los cristales aglomerados tienen un volumen que repre-

senta de 1% a menos del 80% del volumen total de dicho cuerpo,

estando dicho cuerpo exento de poros © conteniendo poros

heata un valor igual o inferior a 5% del volumen de dicho

cuerpo. |

f 2.~ Procedimiento segin la Reivindicacién ii

caracterizado porque se dosifica el tamafio de dichocla;istales

de modo que varie entre 1 micron y &0 micrones. _‘
3.~ Procedimiento segin las reivindicaciones 'l ¢

2, caracterizado porque dichos cristales son critales de

diamente, de nitruro de boro clbico, o combinaciones de los

f
mismos.

4.~ Se reivindica por dltimo como objeto sobre el.
que ha de recaer la patente de invencidén que se solicita
por: PROCEDINIENTO PARA PRODUCIR UN CUERPO POLICRISTALINO
MOLDEADO.

Todo conforme queda desc;ito y reivindicado en
la presente memoria descriptiva que consta de treinta y

tres péginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.




COMPANY

FIG. |

S

S~

\

~
~

A\

e

Y
L, \& 2

N A/,

S

G.“nn.m.. .
: \l —
O .\
NN

Z

}

~




GEIERAL, ELECTRIC COMPANY HOJAS 2/2




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



